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® Verfahren zur Herstellung dUnner Oxydschichten durch die Plasma-Umsetzung mefailorganischer 
Verbindunigen. 

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung dUnner Oxydschichten durch die Plasmaumsetzung 
metalioiganischer Verblndungen, dadurch gekennzelchnet, da8 flOchtige Metaliverbindungen oder Mischungen 
aus Metaliverbindungen venwendet werden. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung dUnner Oxydschlchten durch die Plasmaumsetzung 
metailorganischer Verblndungen. 

Die Herstellung von Oxydschlchten oder -filmen ist an sich bekannt 

So kann man Oxydschlchten durch Sputtern erzeugen. Aber Oxyde sputtem relativ schlecht. Oft welsen 
5 die Produkte Sauerstoffdefizite auf und mQssen nachoxydiert warden. 

Weiterhin kann man Oxydschlchten durch reaktives Sputtern erzeugen. Dies vermeidet die Notwendig- 
kelt der Nachoxydation. Oft sind die Abschelderaten gering. Femer ist der apparatlve Aufwand (sehr gutes 
Vakuum erforderlich) betrachtlich. Bel alien Sputtterverfahren trltt Schattenblldung auf, das helBt dreldlmen- 
sionale Obkekte werden nicht glelchma/Jig beschlchtet. 
10 Es Ist auch moglich. Oxydschlchten in EInzeifalien durch galvanische Verfahren oder auf Metallen durch 
Oxydation be! hoheren Temperaturen zu erzeugen. 

Schlle/Slich kdnnen Oxydschlchten durch thermisches* oder (.aser- OVD Verfahren abgeschleden 
werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung Ist die ZurverfOgungsteilung eines Verfahrens, welches in tech- 
75 nisch einfacher Weise fQr elne Vielzahl von Beschlchtungen anwendbar ist. welches Metali fur Beschlchtun* 
gen zugSngKch macht. von denen es kelne flQchtigen Hydride oder Hatogenide gibt und das hierdurch elne 
erhohte Anwendungsbreite besitzt und welches die Herstellung von Oxydschlchten eriaubt. die ganz oder 
weitgehend frei von Venjnreinungen sind. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgema/3 durch ein Verfahren gemS0 dem kennzeichnenden tell des 
20 Patentanpruchs geldst 

Weltere Ausgestattungen der Erindung sind den Kennzelchnungsteilen der UnteransprQche zu entneh- 
men. 

Das erfindungsgema^e Verfahren vermeidet nicht nur die Nachteile der bekannten Verfahren, sondern 
. es schafft darOberhlnaus vollig neue technische Perspektiven, die sich wie folgt darstellen. 
25 Das Verfahren ist einfach und fOr eine Vielzahl von Beschichtungen anwendbar. Je nach geQwnschtem 
Oxyd muJ3 elne geeignete metallhaltlge Verblndung eingesetzt werden. Die experimentellen Parameter 
unterscheiden sich fUr die melsten Probleme nur wenig voneinander. 

Durch die Venvendung von metailhaltgen Ausgangsverblndungen werden auch Metalle fQr die Be- 
schlchtungen zuganglich. von denen es keine flQchtlgen Hydride oder Halogenide gibt Dadurch wird die 
30 Anwendungsbreite wesentilch vergro^ert. 

Durch den Zusatz von Oxydationsmittein werden Verunrelnigungen aus den Rlmen ganz oder weitge- 
hend entfernt 

Durch die Verwendung von eJektrischen Entladungen (Plasmen) kann die Zersetzungstemperatur 
gegenQber dem thermischen CVD erhebiich herabgesetzt werden! Erfahrungen aus zahlreiohen Systemen 
35 zeigen, da£ Plasmaverfahren schon bel um 500" tieferen Temperaturen als die thennischen Verfahren zur 
Beschlchtung eingesetzt werden konnen. Dadurch konnen die Verfahren auch bel temperaturempfindlichen 
iVIateriallen, wie organischen Polymeren eingesetzt werden. 

Durch die Venvendung von Plasmen treten keine Probleme mit der Schattenblldung auf. Es konnen 
dreidimensionale Objekte und auch Hohlraume (Ldcher) beschlchtet werden. 
40 Durch die Verwendung von Plasmen Ist die wachsende Schlcht einem standigen Bombardement von 
lonen. Elektronen und Photonen ausgesetzt. Diese bewirken die Entfernung von Verunrelnigungen und 
erhohen die Oberfiachenbeweglichkeit der auftreffenden Teilchen. 

Durch die Verwendung von Piasmen werden die zu beschichtenden Substrate von Verunreinungen und 
anhaftender Feuchtigkelt gereinigt. Dadurch werden wesentilch bessere Haftfestigkelten erzielt als bei 
45 anderen Verfahren. 

Durch die Ven^^endung von Zusatzpotentialen an den Elektroden kann das lonenbombardement der 
wachsenden Schicht gesteuert werden. 

Durch die Temperierung der Elektrode, die die Substrate tragt oder der Substrathalter kann die 
Abscheidegeschwindigkelt und das AusmaB der zulSssigen Verunrelnigungen gesteuert werden. 

60 Zur DurchfOhrung des erfindungsgemaCen Verfahrens kommen ais Ausgangsmaterlalien alle flUchtigen 
metallhaltigen beziehungsweise metallorganischen Verblndungen in Frage, vor allem solche, die bel 
Raumtemperatur einen Dampfdruck von ^ 1 Pa besitzen sowie all diejenigen Verblndungen, die man ohne 
Zersetzung auf Temperaturen bringen kann, bei denen diese Drucke errelcht werden, und femer diejenigen, 
die solche Temperaturbehandlung zumindest ohne QbermSBige Zersetzung Qberstehen. 

55 Folgende Ausgangsverblndungen sind zu nennen: 

Substanzen konnen eingesetzt werden, bei denen direkte Metail-Kohlenstoff Bindungen wie zum Belspiel 
bei deh Metallalkylen 

Sn(GH3)4, SN{C2Hs)4 oder Sn(C3H7)4., sowie solchen mit gemischten Alkylen SnR'n'R^R"", wie GeR+, 
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PbR4, ZnR2, CdR2, InRa. AsRa Oder BIR3. 

- gebundene Komplexe wie Verblndungen mit Allyl-, Cyclopentadienyl-, AlkylcycIopentadienyK 
Cyclooctadienyl- Oder Aromatenkomplexe wIe zum Beispiel PdCCaHeh. Pd(C5H5)2, (CsH5)Pd(CGH8), Pd- 
(RnCsHsJa Oder 
6 {C5H5)Pd(RnC5^)oder 

entsprechende Verbindungen andrere Metalle zum Beispiel des Eisens, Cobalts oder Nickels wie Fe(C5lHs)- 
2, Co(C5H5)2. Ni(C5Hs)2 Oder solche mit anderen Liganden wie Fe(RnCsH5.n)2 . 
Metallcarbonyie wie 

Cr(C0)6, IVIo(CO)6, W(C0)6. Mn2(CO)io, Re2(CO)io. Fe(CO)s, Ru(C0)5. Os2(CO)3. C02(C0)8. Rh2(CO)8. Ir2- 
10 (C0)8, Ni(C0)4., und deren Derivate wie die 
iVIetall-carbonyl-nitrosyle (M(NO)x(CO)y 
Metall-carbonyi-hydride MHx(CO)^ 
Metall-carbonyl-haiide MIHalx(CO)y 

zum Beispiel Co(C0)3(N0), FE(CO)2(NO)2 und mehrkernige Carbonyle 
15 DIketonatokomplexe wie die Acetylacetonate und deren durch Substitution durcti Ruor oder Alkylgruppen 

gewonnenen Abkdmmlinge. Typische Chelatbildner sind 2.4-Pentandion ("acac"), 

1 ,1 ,1 Trifluor-2,4-pentandion ("tfa"). 

1 .1 ,1 ,5,5,5-Hexafluor-2.4i3entandion ("lif a") 

2,26,6-Tetramethyl-heptandion ("thd") wie zum Beispiel 
20 Al{acac)3. Cr(acac)3. Zr(thd)2, l\/lg(thd)2, Cu(tfa)2, 

Metallaikoxyde M{OR) wie zum Beispiel 

Ti(OC2H5)4. Ti(0C3H7)4. ri(OC*Hio )♦ usw. 

Entsprechende Verbindungen mit gemischten Alkoxygruppen IVI(OR)x-n(OR')n sowie die entsprechenden 
Silizium- oder Hafnium- Oder Zirkoniumverbindungen. 
25 Derivate organlscher Sauren wie AI(CH3COO)3 

Verbindungen mit verscfiiedenen Typen von Liganden 

wie zum BeispIeTdle oben erwShnten Ni^yl-Carbonyl oder Halogenld-Carbonyl Verbindungen. 
Kombinationen von Carbonylgruppen mit ir-Systemen zum Beispiel (C5H5)Ti{CO)3 und entsprechende 
Zirkonium, Hafnium oder Sliiziumverbindungen 
30 Kombinationen von w-Systemen mit Amingruppen wie zum Beispiel (RCsH4)Ti(NR2)3 . 

Kombinationen von Alkylgruppen und Alkoxygruppen zum Beispiel R„Ti(0R)4H, und entsprechende Zirkoni- 
um, Hafnium oder Sliiziumverbindungen. 

Kombinationen von Alkylgruppen und Chelat-Liganden zum Beispiel (CH3)2Au(acac) 
Kombinationen von Alkylgruppen und 7r-Systemen zum Beispiel (CH3)3Pt(C5H5) sowIe Kombinationen mit 
35 Nitrll-, Isonitril-, Phosphin, Thioather Oder Thiol Gruppen u.s.w.. 

Erfindungsgem9d lassen sich insbesondere folgende Oxydschichten herstellen: 

Sn02, Ge02, Oxyde der seltenen Erden, CuO, TIO2, MnOx, Cr203. ZnO, Pt02. AI2O3. BaO. SrO, Zr02, 

NbaOs, WO3, In203. NiO. Fe203. M0O3. AgO. CoO. Hf02. Ta02. PbO, BI2O3 und Sb203. 

FOr die erfindungsgemai3 hergesteiiten Oxydschichten finden sich vieiseitige Anwendungen von denen 
40 beispielsweise die folgenden zu nennen sind: • 

mechanische Schutzschichten 

Hartschlchten 

Kratzschutzschichten 

Diffusionsbanrieren 
45 Kon^osionsschutzschichten 

Dekorationsschichten 

optische RIter 

Antireflexbelege 

leitende und halbleitende Schichten 
50 dielektrische Schichten 

antistatische Belege fOr organische Polymere 

antistatische Belege In der IVIikroelektronik 

Masken in der l\/likroelektronik 

transparente Elektroden fUr Solarzelien 
55 heizbare Schichten zum Beispiel fOr Autofenster 

haftvermittelnde Schichten 

Basismaterialien fUr Supraleiter 

HTc - Supraleiter 
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Im Vordergrund stehen die 
mechanlschen Eigenschaften. Harte. ElastizitMt 
optischen Eigenschaften, Transparenz, Farbe, Brechungsindex 
eiektrischen Eigenschaften: Isolatoren, IHalbleiter und Leiter. 
5 Die folgenden Beispiele dienen zur Eriauterung dor Erfindung. 
BEISPIEL 1 
SnOa Filme 

Als Ausgangsmaterial dient Tetramethylzinn (TMT). 

Apparatur: Parailelplattenrealctor, Alumfniumeiektroden 13 cm 0. 3cm Abstand 
10 Frequenz: 13.56 MHz 

Art der Substrate: Glass 

Vorbehandiung: 30 min Argonpiasma 

Temperatur des Verdampfungsgefafies: 25° C 

Gasart: Oa/Ar (2 : 1 bis 3 : 1) 
75 Giasdurchsatz: 45 scorn 

Dnjcic: 50 - 133 Pa 

Leistunsdichte W/cm^ Elektrodenfiache: 1 .5 
Temperatur der Substrat tragenden Elei<trode: 90^ C 
Abscheidungsrate: be! 50 - 80 Pa 50 A/mtn 
20 Filcneigenschaften: Farbiose, transpararente Rime, 
bei 50 - 80 Pa Kohfenstoffgehalt unter Nachweisgrenze, 
bei Gesamtdruck 133 Pa Abschelderate 650 A/min, 2-3 % 0 
Maximale Leitfahigkeit =: 1.1 * 10^ -i wird erreicht bei 50 W 
Gesamtdruck 47 Pa, VerhSItnis p(Q2) / p{TMT) = 2/1. 
.25 BEISPIEL 2 
GeOa - Filme 

Als Ausgangsmaterial dient Tetramethylgernianium (TIVIQ) 

Apparatun Parailelplattenreaktor. Aiuminlumelektroden 13 cm 0. 3 cm Abstand 

Frequenz: 13.56 MHz 
30 Art der Substrate: Glass 

Vorbehandiung: 30 min Argonpiasma 

Temperatur des VerdampfungsgefSBes: -50** 0 . 

Gasart: Oa/Ar (2:1 bis 3: 1) 

Gasdurchsalz: 35 seem 
36 Druck: zum Beispiel 10 Pa O2, 5 Pa Ar and 2.7 Pa TMQ 

Leistung: 70 W 

Temperatur der Substrat tragenden Qektrode: 120^ C Abscheidungsrate: 90 A/mIn 
Filmeigenschaften: 

Farbiose, transpararente Filme, Egenschaften und Zusammensetzung weitgehend unabhSngig von den 
40 Abscheidungsparametem. 

Ge Gehalt 70+4% (GeOa = 69.4% Ge) DIchte 3.5 - 4.5 g/cm^ 
BEISPIEL 3 

Gemischte"Ge02 - SnOa Rime 

Als Ausgangsmaterialien dIenen Tetramethylgermanium (TMG) und Tetramethylzinn (TMT) 
45 Apparatur: Parailelplattenreaktor, Aluminiumelektroden 13 cm 0, 3 cm Abstand 
Frequenz: 13.56 MHz 
Art der Substrate: Glass 
Vorbehandiung: 30 min Argonpiasma 

Temperatur des Verdampfungsgefafles: 25 b'eziehungswelse -50** C . 
50 TMT und TMG werden vor dem Eintritt in die Reaktionskammere gemlscht 
Gasart: Ar/Oa (1 : 3) 
Gasdurchsatz: 40 seem 

Druck: Gesamtdruck 30 Pa, Partialdruck der organomet Verbindungen 5 Pa 
Leistung 80 W 
55 Temperatur der Substrat tragenden Elektrode: 100 
Abscheidungsrate: 50-100 A/min 
Filmeigenschaften : 

Die RImzusammensetzung hangt ab vom MischungsverhSltnis TMG/TMT 
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p(TMT) Pa 


p(TMG) Pa 


Sn at.% 


Ge at.% 


C at.% 


0 at.% 


4.00 


1.33 


26.8 


3.2 


3.8 


66.2 


2.67 


2.67 


22.1 


6.2 


4.6 


67.1 


1.33 


4.00 


10.7 


21.3 


0 


68.0 



BEISPIEL 4 

Rime aus Zirkondioxid 

Ausgangsmaterial: Zirkoniumhexafluoroacetylacetonat 

Apparatur: Parallelplattenreaktor. Aluminiumelektroden - 30 cm Abstand 3 cm 

Frequenz: 30.5 MHz 

Art der Substrate: Glass, Quarz 

Vorbehandlung: 10 min Argonplasma 

Temperatur des Verdampfungsgefdfies: 60"* C 

Gasart: Sauerstoff 

Gasdurchsatz: 50 seem 

Druck: 23 Pa 

Leistung: SOW 

Temperatur der Substrat tragenden Bektrode: ISO'' C 

Abscheidungsrate: 12,5 nm / min RImelgenschaften: Durchsichtige farblose, nichtleitende, amorphe, sehr 

harte und kratzfeste Rime 

RImanalyse 69.3 % Zr. 0,4% C (ZrOa 74%) 

BEISPIEL 5 

Abscheldung von Zr02 RImen 

Ausgangsmaterial Dlcyclopentadfenyl-dimethyl-Zirkonium Cp2ZrMe2 
Apparatur: Parallelplattenreaktor. Alumiumelektroden 16 cm 0. 3.5 cm Abstand 
Frequenz; 13.56 MHz 

Art der Substrate: Glass. Quarz, Polycarbonat 
Vorbehandlung: 30 min Argonplasma 100W 
. Temperatur des VerdampfungsgelSfies: 
Gasart Sauerstoff 
Gasdurchsatz: 100 seem 
Druck: 22 Pa 
Leistung: 100W 

Temperatur der Substrat tragenden Elektrode: 300** C 
Abscheidungsrate: .0,3 - 0.5 g/cm^ min 

RImelgenschaften: Klare transparente, sehr harte Rime. Analyse 72.3 + 4% Zr (theor. fOr ZrOa 74.0%). 
BEISPIEL 6 
-Abscheldung von AI2 O3 • RImen 
Ausgangsmaterial TrImethylalumlnium 
Apparatur: Parallelplattenreaktor, Aluminiumelektroden 
1 1 cm 0, 2.5 cm Abstand Frequenz: 13.56 MHz 
Art der Substrate: Glass, AI2O3 
Vorbehandlung: 15 min Argonplasma 

Temperatur des VerdampfungsgefSBes: 0** C ' . 

Gasart Argon / Wasserstoff 
Gasdurchsatz: 20 seem 

Druck: 200 mtorr (50% Argon, 40% H2, 10% Alkylverbindung) 
Leistung 60 Watt 

Temperatur der Substrat tragenden Elektrode: 150** C 
Abscheidungsrate: 40 - 60 A 
RImelgenschaften: farblose. transparente Rime 

Die geringen Mengen an adsorblertem Wasser aus der Apparatur Oder aus Leeks sind ausrelchend fOr die 

Oxydbildung. 

BEISPIEL 7 

Erzeugung von CraOa RImen 

Ausgangsmaterial Chromhexacarbonyl Cr(CO)s Apparatur: Parallelplattenreaktor, Aluminiumelektroden 13 
cm 0, 3 cm Abstand 
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Frequenz: 13.56 MHz 

Art der Substrate: Glass* Quarz. Stahi 

Vorbehandlung: keine 

Temperatur des VerdampfungsgefM0es: 50° C 
5 Gasart: Argon / Sauerstoff zu gleichen Teilen 
Gasdurchsatz: 25 seem 
Druck: 20 Pa 
Leistung: 100 Watt 

Temperatur der Substrat-tragenden Elektrode: 100° C 
10 Abscheidungsrate: 23 A/min 
RImeigenschaften: 

Film transparent, schwach grOn, 67% Cr (Cra Oa theor. 68.4 % Cr) BBSPIEL 8 

Erzeugung von amorphen Mnx Oy - Rlmen 

Ausgangsverbindung: Dimangandecacarbonyi Mn2(CO)io 
15 Apparatur: Parallelplattenreaktor. Aluminiumelektroden 

iScmO.Sem Abstand 

Frequenz: 13.56 MHz 

Art der Substrate: 

Vorbehandlung: 
20 Temperatur des Verdampfunmgsgefafies: 60° C 

Gasart Argon beziehungswelse Sauerstoff 

Gasdurchsatz: 30 seem 

Druck: 25 Pa , 

Leistung: 100 Watt 
25 Temperatur der Substrat tragenden Elektrode: 100° C 

Abscheidungsrate: 2,5 - 3.5 A/sec 

RImeigenschaften: 

Mit TrSgergas Argon braunliche transparente Rime mit 71 % Mn (Mn203 69,6 %, MnaO* 72,0 %). 
MIt TrSgergas Sauerstoff (35 seem, 28 Pa) dunkelbraune Rime, deren Metallgehalt 65% betrigt, iaut ESCA 
30 " Untersuehungen llegt ein Gemiseh aus MnOa und MnaOa vor. 
BEISPIEL 9 

Abscheidung von ExzOs Rlmen 

Als Ausgangsmaterial dient der Ertris 2,2.6,6-tetramethyi-3,5 - heptanedionato chelat Komplex 

Apparatur Parallelplattenreaktor. Aluminiumelektroden 0 = 16 cm. 3 cm Abstand 
35 Frequenz: 13.56 MHz 

Art der Substrate: Glassubstrate 

Vorbehandlung: 10 min Oa/Ar Plasma 20 Pa, 1.5 W/em^ 

Temperatur des VerdampfungsgefaiSes: 140° C 

Gasart Sauerstoff 
40 Gasdurchsatz: 30 standard cm^ mln""^ (seem) 

Druck: 26 Pa 

Leistungsdichte W/cm^ Elektrodenfiache: 1 .5 W/cm^ 
Temperatur der Substrat tragenden Elektrode: 400° C, geerdet 
Abscheidungsrate: 90 - 130 nm / min 
45 RImeigenschaften: Farbioser Rim, 

85.1% Er, Kohienstoff unter Naehweisgrenze, 
Er203 (theor. 87.5 % Er) 
BEISPIEL 10 

Abscheidung von T1O2 Rlmen 
60 Ausgangsmaterial Tetrabutoxytitan Ti(0-C+H9)+ 

Apparatur: Parallelplattenreaktor. Aluminiumelektroden 10 em 0. 4 em Abstand 

Frequenz: 13.56 MHz 

Art der Substrate: Glass 

Vorbehandlung: 10 min Argonplasma 100 W 
55 Temperatur des VerdampfungsgefSOes: 30° C 

Gasart Sauerstoff 

Gasdurcfisatz: 40 seem 

Druck: 93 Pa 
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Leistung: 100 W 

Temperatur der Substrat tragenden Elektrode: 100° C . 

Abscheidungsrate: 1000 A/min 

RImeigenschaften: transparente, leicht irisierende Filme 

5 

. PatentansprUche 

1. Verfahren zur Herstellung dOnner Oxydschichten durch die Plasmaumsetzung metallorganlscher Verbin- 
dungen, dadurch gekennzeiohnet, daB flQchtige Metallverbindungen oder Mischungen aus Metaiiverbindun- 

10 gen verwendet werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daB Metallverbindungen venArendet werden. die 
auBer den Metallatomen auch Kohlenstoff enthaiten. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzelchnet, daU Metallverbindungen venrtrendet werden, bel 
denen die Metallatome entweder direkt oder Qber 7-Bindungen Oder Qber Heteroatome, wie Sauerstoff, 

15 Stickstoff, Schwefel oder Phosphor, mit dem Kohlenstoff verbunden sind. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet. daB die Metallverbindungen zusamnnen mlt einem 
Oxydationsmitlel als Reaklivgas venwendet werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzelchnet. da/3 als Oxydationsmittel Sauerstoff, Kdhlendloxyd, 
Distickstoffoxyd oder deren Mischungen verwendet werden. 

20 6. Verfahren nach Anspruch 4. dadurch gekennzelchnet, dafl das Reaktivgas in Mischung mit einem 
VerdGnnungsmittel, wie Helium, Argon oder Stickstoff, verwendet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzelchnet durch folgende Verfahrensschritte: 

- ZufQgung der Metallverbindungen Qber Dosierventile dem Reaktor 

- Beheizung des Verdampfungsgefafles fOr die Metallverbindungen und der Zuleitungen zum Reaktor 

25 - Umsetzung bei venmlndertem Druck, wobei die Verbindungen dem Plasma einer elektrischen Entladung 
ausgesetzt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzelchnet, daiS fdr die Umsetzung eine Qlimmentladung 
verwendet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzelchnet, da^ die Gllmmentladung in Parallelplattenreakto- 
30 ran, Ban'elreaktoren oder anderen Aniagen erzeugt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 6aB die Qlimmentladung mlt Qleichspannung oder 
nieder- oder hochfrequenter Wechselspannung betrieben wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet. daB an die Elektroden der Parailelplattenreaktoren 
eine Zusatzspannung angelegt wird. 

35 12.Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet. 6aB die Elektroden, auf denen die zu beschichten- 
den Substrate llegen, sowle andere SubstrattrSger thennnostatislert werclen. 

13,DClnne Oxydschichten hergestellt nach Verfahren gemSB AnsprOchen 1 bis 12 Insbesondere zur 
Herstellung von SnOg, GeCfe, TIO2, MnOx, CrzOs, ZnO, PtOa, AI2O3, BaO, SrO. ZrOa. NbaOa, WO3, InzOa, 
NiO. Fe203, M0O3, AgO, CoO, Hf02, Ta02, Pbo, BizOa oder SbaOs. 
40 14. Venvendung der dOnnen Oxydschichten gemajS Anspruch 13 zur Herstellung von Schutzschichten, 
Leitungen. halbleitenden Schichten oder dielektrischen Schichten oder antistatischen Belegen: 



45 



50 



55 



7 



J 



EuropSlsches 
Patentamt 



EUROPAISCHER 
RECHERCHENBERICHT 



Nummer der Anmeldung 
EP 90 11 0659 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 




KategorEo 


Ksnnzelclmung tfes Dokuments mlt Angabe. sowett erfdrderllch, 
der fnaBgebliciian Telia 


Bdtrim 
Anspnicn 


KUS8IFIKATI0N PER 
ANMELOUNQ tfllt CI.5) 


X 


JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. Band 28, Nr. 
7. July 1989. Tell 2. Selten L1096-L1097, Tokyo. JP; T. 
MARUYAMA et al.: "Plasma metalorganic chemical vapor 
deposition of Indium oxide thin films" 
• Insgesamt * 


1-5.7-10, 
13.14 

r 


C 23 C 16/40 


X • 


J. VACUUM SCIENCE 

a 1 CVMrnlNULUuY/rAri 1 A, Danu 10, INi. 9. 

September/Oktober 1986, Selten 2377-2383. Woodbury. US; 
C.E TRACY et aL: "Preparation of amorphous electrochrom- 
ic tungsten oxide and molybdenum oxide by plasma enhan- 
ced chemical vapor deposition" 
• Insgesamt * 


1-10.13, 




X 


THIN SOUD FILMS. Band 96, Nr. 2, Oktober 1982. Selten 
149-154, Uusanne. CH: M. SHIMIZU et al.: "Preparation of 
ZnO thin films by plasma-enhanced organometallic chemical 
vapour deposition" 
•Insgesamt* 


M0.13, 
14 




X 


US-A-4 675 089 (E.R. LORY et al.) 

* Spalte 2, Zelle 40 - Spalte 3. Zeiie 58; Zusammenfassung ' 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN. Band 8. Nr. 48 

(C-212)[1483], 29. Februar 1984; 

& JP-A-58 204 171 (TOICYO SHIBAURA DENKI K.K.) 

28-11-1983 

* Insgesamt * 


1-5.7-10. 
13,14 


RECHERCHiraTE 
SACHOSIETE Qnt a.5) 


X 


1-5.7-10, 
13,14 


C23C 


X 


US-A-4140 814 (J.HYNECEiq 
* Insgesamt* 

-/- 


1-5.7-10, 
13,14 




Der vorlleganda RachareiunbGrlcht wurde fUr alio Patentanspriicho ersteiit 







Reelierchenort 
Den Haag 



AbscnuiAdatum der Recherche 
10 Januar 91 



PrUfer 
JOFFREAU P.O. 



KATEQORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE . 
. X ; von besonderer Bedeutung allein betrachtet 
V : von besonderer Bedeutung In Verblndung mlt einer 

anderen Veriiffentllchung derselben KUegorle 
A : technologischer HIntergrund 
0: nlchtschriftllche Offenbaning 
P: :^lschenllteratur 

T: der Erflndung zugrunde llegende Theorien Oder GrundsStze 



E : Siteres Patentdokument, das Jedoch erst am oder 
nach dem Anmeldedatum veroff entllcht worden Ist 
D : In der Anmeldung angefOhrtes Dokument 
L : aus anderen QiOnden angetflhrtes Dokument 

&: MItglled der glelchen Patentfamille, 
Qbereinstlmmendes Dokument 



J 



EuropSisches 
Patentamt 



EUROPAiSCHER 
RECHERCHENBERICHT 



Seite2 



Nummer der Anmeldung 



EP 90 11 0659 



EiNSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Katagorid 



Kannzalchnung tfes Dokumdnts mit Angabd, sowelt orfortferDch, 
der maiigabllchan Telle 



Betrim 
Ansprucli 



iCLASSFIKATION PER 
ANMELOUNQ QrL CIJS) 



EP-A-0 265 246 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 
CO.. LTD) 

• Zusammenfassung: Seite 5. Zeile 50 - Seite 6, Zeile 9; 
Sdlte11.Zellen1-25* 

EP-A-0 342 009 (OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD) 

* Seite 3, Zeile 54 - Seite 8. Zelie 55 * 



1-10.13, 
14 



1-10.13. 
14 



RECHEnCMERTE 
SACKCEBIETE (Int. CI.5) 



Der vorllegenda Recharchenberlcm wurde fUr alia PatantansprOctie ersteitt 



Recherchenort 

Den Haag 



AbschiuiSdatum der Recherche 

10 Januar 91 



PrQfer 

JOFFREAU P.O, 



KATEQORIEDER GENANNTEN DOKUMENTE 
X : von besonderer Bedeutung alteln bdtrachtet 
Y : von besonderer Bedeutung In Verblndung mlt einer 

anderen Veroffentllchung derselben Kategorte 
A: technologischer Hintergrund 
O: nlchtschrlflllche Offenbarung 
P: Zwischenlileratur 

T: der Erflndung zugrunde I legends Theorien oderGrund^tze 



E : Siteres Patentdokument, das Jedoeh erst am Oder 
nach dem Anmeldedatum vetoffentllcht worden Ist 
D: In der Anmeldung angefQhrtes Dokument 
L : aus anderen QrQnden angefQhrtes Dokument 

& : MitgUed der gleichen Patentfamllle, 
flberelnstimmendes Dokument 



